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Sposob wykonywania zlacza 1-h

1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonania
zlacza 1-h, ktéry zapewnia Ze zlgcze to tworzy
z poiprzewodnikiem kontakt ,,dopasowany”, niewy-
wolujgcy zaburzenia rozkladu nos$nikéw w poéiprze-
wodniku przy przeplywie pradu.

Teoria przewiduje taki przypadek diody pélprze-
wodnikowej z baza o grubo$ci W mniejszej od dlu-
goéci dyfuzyjnej no$nikéw mniejszoSciowych L w
jej obszarze, w ktérym bez wzgledu na grubo$é
bazy uzyskuje sie taki sam przebieg charakterysty-
ki prgdowo-napieciowej w zakresie malych gesto-

§ci pradu, jaki posiada dioda z— L > 1. Wymaga to

jednakze spelnienia warunku aby kontakt bazy byl
,dopasowany”, tzn. aby predko$¢ rekombinacji S
no$nikéw mniejszo§ciowych w kontakcie bazy byla
réwna stosunkowi stalej dyfuzji D do dlugosci dy-
fuzyjnej no$nikéw mniejszoSciowych L w obszarze

_D
bazy S—L .

Znane sposoby wykonania kontaktow bazy umoz-
liwiajg, w przypadku tzw. kontaktéw omowych

D
uzyskanie predko$ci rekombinacji S —>» (S >f)’

natomiast w przypadku zlacza 1-h, wykonanego
wedlug sposobow opisanych w patentach polskich
nr 48234 i nr 48257, uzyskuje predkosci rekombi-

D
nacji Sy, = 0( S < I )
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Szybko§¢é rekombinacji no$nikéw mniejszo$cio-
wych w zlgczu 1-h okre$la zalezno$é
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gdzie Py I Ppp— koncentracje no$nikéw wiekszo-

Sciowych po stronie 1 i h zlgcza, Dh — stata dy-

n
fuzji noénikéw mniejszoSciowych w obszarze h,
T, czas zycia noénikéw mniejszoSciowych w ob-
szarze h. Tak wiec doboru warto$ci S;;, mozna do-

konaé¢ zaréwno poprzez dobdr stosunku ED—, a wiec
Pp+

poprzez dobdér koncentracji domieszek w obszarze

h zlgcza, jak i poprzez dobér warto$ei czasu zZycia

oz . . ;. h
no$nikéw mniejszoSciowych 7, W obszarze h.

n
Celem wynalazku. jest wytworzenie zlgcza 1-h,

_ D
- E

Cel ten zostal osiggniety wedlug wynalazku po-
przez odpowiedni dobdr grubosci W, obszaru h
tego zlgcza, gdyz grubosé W, obszaru h, oddziela-
jacego zlacze 1-h od kontaktu omowego, ma bo-
wiem decydujacy wplyw na efektywny czas zycia
no$nikéow mniejszoSciowych w tym obszarze, o ile
jest ona wspolmierna (lub mniejsza) z dlugoscia

spelniajgcego warunek S
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dyfuzyjna no$nikéw mniejszoSciowych Ly w tym

Wy
obszarze | —— < 1}.
Ly,
W przypadku zlgcz stopowych odpowiedniego do-
w
boru stosunku—-! moina dokonaé poprzez dobdr

h
temperatury wtapiania zlgcza 1-h (przy stalym
sktadzie stopu zlgcza), bowiem grubo$é zrekrystali-
zowanego obszaru zlacza jest funkcjg temperatury.

D
Zastosowanie zlgcza 1-h z S, = ITnp. w diodzie

w
poélprzewodnikowej z cienkg baza( E< 1) jest bar-

dzo korzystne ze wzgledu na zmnie]lszenie wiel-
koSci ladunku no$nikéw mniejszo$ciowych groma-

dzonych w bazie diody przy przepltywie pradu

przewodzenia. Dzieki temu bowiem maleje bez-
wladno$¢ diody i dioda taka wykazuje znacznie
krotszy czas przelaczania ze stanu przewodzenia
do stanu zaporowego oraz posiada znacznie wyz-
szg czestotliwos¢ graniczng niz dioda z grubg baza.
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Na fig. 1 przedstawiono zlgcze 1-h o gruboSci W
z kontaktem omowym C, a na fig. 2 — poréwna-
no przebiegi charakterystyk przelgczania diody
zwyklej 1 i diody z dopasowanym zlgczem bazy 2,
wedlug wynalazku uzyskane w tych samych wa-
runkach.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wykonania zlgcza 1-h znamienny tym,
ze za pomocg doboru stosunku grubosci (W)
silniej domieszkowanego obszaru zitacza (1-h) do
diugosci dyfuzyjnej L, noénikéw mniejszoScio-
wych w tym obszarze dokonuje sie doboru war-
tosci predkosci rekombinacji no$nikéw S, w zlg-
czu, w ten sposéb aby byl spelniony warunek

Sih =2, gdzie D — stata dyfuzji noénikow, za$
L
L — dlugoéé¢ dyfuzyjna nos$nikéw.

2. Sposob wedlug zastrz. 1 znamienny tym, Ze w
przypadku stopowej techniki wykonywania zilg-

Wy

cza 1-h doboru stosunku dokonuje sie po-

przez dobér temperatury wtapiania zlgcza 1-h.
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Fig.2
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